目前IGBT的主要品牌有，飞兆（又名仙童 快捷）三菱、富士、东芝、三社、三垦、西门康、英飞凌，IR。IGBT是绝缘栅双极型晶体管（Isolated Gate Bipolar Transistor）,它是八十年代初诞生，九十年代迅速发展起来的新型复合电力电子器件。IGBT将MOSFET与GTR的优点集于一身，既有输入阻抗高、速度快、热稳定性好、电压驱动型，又具有通态压降低、高电压、大电流的优点。 西门康 三肯 英飞凌，东芝在1200V的单管上性能不错，但其价格一般都相比飞兆高出10%左右，飞兆公司先后收购了三星、intersil公司的IGBT事业部，技术不容质疑，所以不论从价格和性能都是不错的选择。 另外近年来IGBT模块技术越来越成熟，西门康，东芝，富士的IPM（Intelligent Power Module)发展迅速，在变频调速、冶金机械、电力牵引、伺服驱动、变频家电等应用领域是一种非常理想的方案。飞兆的SPM（SMART POWER MODULES）已经从2002年投入研发，现在已经是发展到第五代产品，其模块已经被东芝变频空调和海信大量采用，在600V的IGBT模块处于领导地位。2 f8 n$ _$ v8 s2 Y
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Infineon 英飞凌科技 (Eupec,英飞凌从西门子半导体事业部独立出来后收购的一家全资子公司,目前已经取消了Eupec(欧佩克)这个番号,统一使用Infineon品牌,继承了西门子BSM系列大功率IGBT模块和BU系列IGBT单管)目前属于世界上几家有高压大功率IGBT模块研发实力的公司,目前模块研发实力涵盖6500V3300V1700V1200V600V电压等级, 电流从3300A-8A等级.有牵引动力级高性能模块,风力发电太阳能光伏发电,工业电机驱动模块到混合动力汽车模块. 以及家电使用的Cipos 600V 8A-22A系列IPM模块. 提供从MCU到模块驱动应用等一站式解决方案.
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英飞凌IGBT目前发展到了第四代成熟应用.第一代PT型IGBT(Punch Through)穿透型技术. 第二代NPT(Non Punch Through)非穿透型IGBT,第三代Trench沟槽栅极技术,第四代Trench + Field-Stop沟槽栅+场终止技术,硅片的结温从125度发展到150度再到第四代的175度.半导体结温的提高,提升了IGBT晶圆的功率密度,在同等散热条件下功率密度更大.技术的进步降低了IGBT芯片的导通压降,减少了器件的导通损耗.2 R, |5 o0 R9 ?2 h7 a# 
HIGBT：到目前为止还没有国产器件，主要是日本和欧美品牌，主要的品牌有英飞凌、三菱、FUJI、ABB、IR、东芝（IGBT已与三菱合并)、飞兆等，欧美品牌的产品主要用在电力电子和通讯行业，而日本的品牌主要用于电磁炉、变频空调、冰箱、洗衣机等家电类居多。近几年英飞凌的IGBT单管也在家电类产品中占有一席之地，而三菱的IGBT模块在也开始大量应用于军工、电力电子等行业。韩国也有类似的模块产品，如DAWIN、fine SPN等品牌，虽然都是用欧洲的芯片加工成模块，但出于可靠性方面的考虑，工程师在选用时要慎重。 
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· IGBT芯片技术是技术门槛、资金门槛都十分高的高新技术，英飞凌是少数几家掌握IGBT芯片核心技术的公司，其IGBT芯片产量位居全球市场首位，一些电力半导体厂家均从英飞凌购买IGBT芯片封装IGBT模块。英飞凌于2007年投资10亿欧元，在马来西亚居林工厂率先推出8英寸IGBT芯片生产线，英飞凌的超薄IGBT芯片加工技术，对其它厂家也是一个巨大的技术挑战。
· 英飞凌IGBT模块在中国工业应用领域其市场份额遥居第一位。通用变频器超过55％；中高压变频器超过80％；逆变电焊机超过50％；感应加热超过80％；运输领域超过70％。英飞凌/EUPEC IGBT模块经过了中国客户十多年的反复选择与考验，树立了在中国的市场主导地位。
宏微科技承担了科技部“十一五”重点支撑项目“新型电力电子器件及电力电子集成技术”中的IGBT和FRD(快速恢复二极管)芯片的研制和生产，目前，已研制成功电流为75A、100A，电压为1200V、1700V的IGBT和FRD，主要参数已达到国际同类产品的先进水平;与此同时，宏微科技与国外企业合作，开发了铝带焊接新工艺，并成功地应用于IGBT和其他模块的生产中。
